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Siemens Transistor AF118 Datasheet

AF 118

PNP-Transistor fir HF-Verstarker mittlerer Leistung

AF 118 ist ein diffusionslegierter PMP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor im
Gehause 7 A 4 DIN 41874 (TO-7). Die Anschlisse sind vom Gehause elektrisch
isoliert. Zur Befestigung auf einem Chassis ist ein Befestigungsteil (Kidhlschelle)
vorgesehen, welches zusatzlich zu bestellen ist.

Der Transistor AF 118 ist zur Verwendung in HF-Verstarkern mittlerer Leistung
geeignet.
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AF118 | 060106-X118-A T T yas H
Kiihlschelle | 062901-B18 ' = | .. n
- N7 - | | |
MinT7-w—a-35 '!rdﬂiﬂl 15 b
Gewicht etwa 1.4 g Male in mm a—]l].{—].-l—ﬂ—-
Kihlschella
Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung = caa 70 | W
Emitter-Basig-Spannung -/ eng 0.6 W
Kollektorstrom -1 30 | mA
Basisstrom =1y 3 méA,
Basisstrom Iy 1 mA,
Emitterstrom Ie 33 ma,
Emitterstrom -1 1 ma,
Sperrschichttemperatur T 75 *C
Lagertemperatur Ts —bB5 his +75| °C
Gesamtverlustleistung Peor 375 mwW
Warmewiderstand:
Kollektorsperrschicht = Luft
ohne Kihlschelle Rehau = 250 grd /W
mit Kihlschelle (Q62801-B18) Ay | =120 grd /W
Statische Kenndaten (T, = 26°C)
Fur folgenden Arbeitspunkt gilt:
—Uece =Ie -Ig 8 ~Use
W _ m e Telln W
2 10 | 55(<275) | 180(>36) | <0375
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
=J= = 30 mA fir die Kennlinie, die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
—I. = 40 mA: ~Uce = 8 V geht. ~Ucepar | 35(<B) |V
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Tu |75 25 ‘c
Kollektor- Basis- Reststrom
(=Uema = 6 V) =lenn |80 (< 360) 1.3 (= B) 7T
Kollektor-Basis- Reststrom
(—Uepg = T70V) —Jopg |120(=600) | 3.5 (= 60) | pA
Kollektor- Basis- Durchbruchspannung
(=Iceo = 1 mA) =Uran) can 86 (= 70) W
Emitter- Basis-Durchbruchspannung
(=Tepe = BO pA) —Uisryens 1.6 (= 05) | V
Dynamische Kenndaten (Ty = 26°C)
Arbeitspunkt: (== = 10 mA; U =6 V)
Transitfrequenz (=100 MHz) fr 175 (=1258) | MHz
Vorwartssteilheit {f =107 MHz) | ¥ayal 130(=100) | mS
Rickwirkungsimpedanz {f = 2 MHz) | 0 0
Rickwirkungskapazitat (f =107 MHz) —Cy2e 1.8 (< 23) | pF

Temperaturabhdngighkedt der
zulassigen Gesamtverlustleistung

Pra = F(Ty)
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Kollektorstrom Ic = F (1)
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